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Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publlcatlon de base mcorporant 'amendement 1, et
la publi
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel gle la technique.

Des renseignements relatifs & la date de reconfir-
mation| de la publication sont disponibles dans le
Cataloque de la CEI.

Les rerfseignements relatifs a des questions & I'étude et
des trayaux en cours entrepris par le comité technique
qui a etabli cette publication, ainsi que la ligte des
publications établies, se trouvent dans les docu Is. ci
dessous:

s [«Site web» de la CEI*

» [Catalogue des publications de la CEI

(Catalogue en ligne)*

¢ [Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a
et comme périgdique

lecteur| consultere Ia CE 60027: Symbo/es //ltéraux a
utiliser| en Electroteshniquy, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables 3uf le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et 1a CEl 60617:
Symbofes graphiques pour schémas.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication

bt under
hat the

ation of

h

ion and
undertaken by the tgchnical
prepared this publication] as well
jcafions issued, is to be found at the

z ubllshed yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

1IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refdrred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vopabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter sypbols to
be used in electrical technology, |1EC 60417: Graphical
symbols for use on equijpment. Index, suryey and
compilation of the single sheets and IEC| 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*  Voir adresse «site web» sur la page de titre.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Partie 12: Dispositifs optoélectroniques -

Section 2: Spécification particuliére cadre pour modules
a diode laser avec fibres amorce pour systémes
et sous-systémes a fibres optiques

1)

2)

3)

4)

5)

AVANT-PROPOS

accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels
comités d'études ou sont représet
dans la plus grande mesure possibis

ormalisation
tl). LaCEl a
on dans les
des Normes
tout Comité
bmentales et
El collabore
5 fixées par

dfarés par les

s, expriment

normes, de
Dans le but d'encg s’engagent
a appliquer de fa s de la CEl
dans leurs nor et Ia norme

La CEl
responssa 2

Le texte’de.cefte norme est issu des documents suivants:

pls

jation et sa
5.

sitifs opto-

igpositifs a

avec fibre

Rapport-de-vote
T

47C/87/DIS

47C/104/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de la spécification dans le systéme CEI d’assurance de la qualité des composants

électroniques (IECQ).


https://iecnorm.com/api/?name=25ea945f0c5ae754e7ad6807af6cd448

747-12-2 © IEC:1995 -3-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 12: Optoelectronic devices -

Section 2: Blank detail specification for laser diode modules
with pigtail for fibre optic systems and sub-systems

FOREWORD

1) The 1EC (international Electrotechnical Commission) is a worIthde or Jization
cpmprising all national electrotechnical committees ({EC National Com Gis to
pfomote international cooperation on all questions concerning stdndard and
ejectronic fields. To this end and in addition to other activities, th ards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any{lEC d in
the subject dealt with may participate in this preparato and
npn-governmental organizations liaising with the I|EC IEC
cpllaborates closely with the International Organizatio with
cpnditions determined by agreement between the two o

2) The formal decisions or agreements of t s on
which all the National Committees havirtg a spe ly as
ppssible, an international consensus of opinjon oOr

3) They have the form of recommendations for internati hnical
reports or guides and they are accepted b i

4) Ir| order to promote interng tional
Standards transparently sl Any
djvergence between the |E learly
indicated in the latter,

5) The IEC provi RO | r any
epuipment de

International St 3 Dpto-

electronic disp ) jing~devices, of IEC technical committee 47: Semicondictor

devices.

This detail specification for laser diode modules with pigtail for [fibre

optic ems.

The|text of-this dard is based on the following documents:

BiS Reportomvoting
47C/87/DIS 47C/104/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report

on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification

number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Autres publications de la CEl citées dans la présente norme:
CEl 68-2-14: 1984, Essais d’environnement - Deuxiéme partie: Essais - Essai N: Variations
de température

CEIl 191-2: 1966, Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs - Deuxiéme
partie: Dimensions

CEl747-1: 1983, Dispositifs & semiconducteurs - Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Premigére partie: Généralités

CEl 747-5: 1992, Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs discrets et circuits intégrés -
Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

CE1747-10: 1991, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les

circuits integres

CEl 747-12: 1991, Dispositifs & semiconducteurs — Dispositifs(discrets\et circuits intégrés —
Douziéme partie: Spécification interméf€i Bs_dispositifs opto-
électroniques

CEl 749: 1984, Dispositifs & semiconducteurs — Ess { slimdtiques
Amendement 1 (1991)

o
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Other IEC publications quoted in this standard:

IEC 68-2-14: 1984, Environmental testing ~ Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

IEC 191-2: 1866, Mechanical standardizations of semiconductor devices = Part 2:
Dimensions

IEC 747-1: 1983, Semiconductor devices - Discrete and integrated circuits - Part 1:
General

IEC 747-5: 1992, Semiconductor devices - Discrete and integrated circuits - Part 5:
Optoelectronic devices

IEC 747-10: 1991, Semiconductor devices -~ Discrete and integrated circuits - Part 10:
Generic specification for discrete devices and integrated circuits

-12- 1 i = Di i jrcuits — rt 12:
Sectional specification for optoelectronic devices

IEC 749: 1984, Semiconductor devices — Mechanical and climatj ods)
Amendment 1 (1991)

@C@
o
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 12: Dispositifs optoélectroniques -

Section 2: Spécification particuliére cadre pour modules
a diode laser avec fibres amorce pour systémes
et sous-systémes a fibres optiques

INTRODUCTION

fonctionne
me est de
sants élec-

articipants

articuliéres
avec les

discrets -
its intégrés.

$ et circuits
troniques.

Les nom
aux indi

espondent
effet.

pécification

Hiaire.
[4] national de la spécification particuliére, date d’édition et tpute autre
information requise par le systéme national.

Identification du composant

[5] Fonction principale et numéro de type.

[6] Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et
le boitier.

Si un dispositif posséde plusieurs types de produits dérivés, ces différences doivent étre
indiquées, par exemple les particularités des caractéristiques dans le tableau comparatif.

Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions néces-
saires a observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 12: Optoelectronic devices -

Section 2: Blank detail specification for laser diode modules
with pigtail for fibre optic systems and sub-systems

INTRODUCTION

er testing.

blank detail specification is one of a series of bla

747-10/QC 700000: 1991,

bers showpnin
s of requir

The “national/number of the detail specification, date of issue and any fu
information, if required by the national system.

10:

ated

ving

ther

Identification of the component

[5]
[6]

Main function and type number.

Information on typical construction (materials, the main technology) and the package.
If the device has several kinds of derivative products, those differences shall be

indicated, e.g. feature of characteristics in the comparison table.

If a device is sensitive to electrostatic charges, a caution statement shall be added in

the detail specification.
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[71 Dessin d’encombrement, identification des bornes, marquage et/ou référence aux
documents correspondants pour les encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité conformément au paragraphe 2.6 de la spéci-
fication générique.

[9] Données de référence.

[Les articles indiqués entre crochets sur les pages suivantes de cette norme, qui correspondent a la premiére
page de la spécification particuliére, sont destinés a guider le rédacteur de la spécification; ils ne doivent pas
figurer dans la spécification particuliére.]

orsauitext t tsae—dambiguité—aus S AvOH—SiHA—Paraaras st-uniguement-destiné a guider le
rédacteur ou non, il doit étre indiqué entre crochets.]
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[7] Outline drawing, terminal identification, marking and/or reference to the relevant
document for outlines.

[8] Category of assessed quality according to subclause 2.6 of the generic specification.
[9] Reference data.

{The clauses given in square brackets on the next pages of this standard, which form the front page of the
detail specification, are intended for guidance to the specification writer and shall not be included in the detail
specification.]

[When confusion may arise as to whether a paragraph is only an instruction to the writer or not, the paragraph
shall pe indicated between square brackets.]

@%

o
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[Nom (adresse) de I'ONH responsable {1
(et éventuellement de I'organisme auprés duquel la
spécification peut étre obtenue).]

[N° de fa spécification particuliére [2]
IECQ, plus n° d'édition et/ou date.]

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE  [3]
CONTROLEE CONFORMEMENT A:

Spécification générique:
Publication CEl 747-10/QC 700000

Spécification intermédiaire:

[Numéro national de la spécification particuliére.] [4]

[Cette case n'a pas besain d'étre utilisée si le numéro
national est identique au numéro IECQ.}

Publication CEl 747-12/QC 720100

[et références nationales si elles sont différentes.}

SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE POUR MODULES A DIODE LASER
POUR SYSTEMES ET SOUS-SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES

[Numéro(s) de type du ou des dispositifs.}]

Renseignements a donner dans les commandes: voir article

C FIBRE.AMORGE (5]

1 Description mécanique [7

Références d’encombrement:
CEl 191-2 [obligatoire si
nationales [s'il n’existe pas de dessin

Dessin d’encombrement
[Peut étre transféré, ou donné avec

- econnecteur (sf nécessaire)

(6l

la photodiode de commande
- Fisolateur optique

< le capteur thermique

le refroidisseur électrique thermique
- le boitier

le flux énergétique émis @_,,

[D’'autres informations importantes pelivent étre

ajoutées]

3 Niveaux d’assurance de la qualité (8]

[A choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécification
générique.]
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[Name (address) of responsible NAI| (1}
{(and possibly of body from which specification is
available).]

[Number of IECQ detail specification,
plus issue number and/or date.]

(2]

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

(3l

Generic specification:
Publication IEC 747-10/QC 700000

Sectional specification:

[National number of detail specification.]

(4]

[This box needs not be used if national number
repeats |IECQ number.]

Pubfication TEC 747-T27QC 720100
[and national references if different.]

ERN

BLANK DETAIL SPECIFICATION FOR LASER DIODE MODULES WITH PIGTAIL F

FIBRE OPTIC SYSTEMS OF SUB-SYSTEMS

[Type number(s) of the relevant device(s).]
Ordgring information: see clause 7 of this standard.

(5

1 Illlechanical description

Outine references:
IEC|191-2 .... [mandatory if available] and/ognati
[if there is no IEC outline].

Outlfine drawing
[May be transferred to or given with more detail
clause 10 of this standard.]

Terminal identification

[Drawing showing pi
graphical symbols:
(Characteristics o i

Info

o

(]

rmal electric cooler
encapsulation
nominal radiant power @,

[Some important reference data may be added.]

- fib
- ny

- st
- mipi
- co

3 Categories of quality assessment (8]

[From subclause 2.6 of the generic specification.]
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4 Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf spéci-

fication contraire.

[Répéter uniquement les numéros et textes des articles utilisés. D’éventuelles caracté-
ristiques supplémentaires sont a donner a I'endroit convenable, sans numéro de ou des

article(s).]

747-12-2 © CEI:1995

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cette norme.]

Para Valour
graphe Valeurs limites Symbole V\@“n w Unité
4.1 Température de boitier de fonctionnement Teaso X °C
4.2 Température d’'embase de fonctionnement* Ta X °C
43 Température de stockage stg N °C
4.4 Température de soudage (le temps de soudure ) X °C
et la distance minimale par rapport au boitier
doivent étre spécifiés)
4.5 Rayon de courbure de la fibre amorce (& une distarice P X mm{cm)
spécifiée du boitier) 6
4.6 Choc X m/s2
4.7 Vibrations X ms
4.8 Force de traction*
- structure lache:
sur 'axe deNa fibrg F X N
sur 'axende la*gafine F X N
F X N
4.9 Va X \
4.10 I X mA(A)
4.1 @, X mW
412 Iep X mA(A)
4.13 D0 X mW
4144 Ten inverse Ve X Vv
415 Courant direct e X mA(A)
Capteur de température*
4.16.1} Dissipation Pt X w
ou
4.16.2 | Tension d'alimentation \ X \'
Elément de refroidissement thermique™
4.17 | Courant o X A

* Si nécessaire.
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)
These values apply over the operating temperature range, unless otherwise stated.

[Repeat only clause numbers used, with text. Any additional values should be given at the
appropriate place without clause number(s).]

[Curves should preferably be given in clause 10 of this standard.]

Sub- Value
clause Limiting value Symbol - Wx\ Unit
4.1 Operating case temperature Tiaso X X °C
4.2 Operating submount temperature* T X XQ
4.3 Storage temperature Tag Q\ °
4.4 Soldering temperature (at specified soldering Tag < X °C
time and minimum distance to case specified) i
4.5 Bend radius of pigtail (at specified distance from s\xs mm(cm|
the case) /\\/>
4.6 Shock X m/s?
4.7 Vibration 6 > X ms
4.8 Tensile force* <
— untight structure:
on fibre gtong its gxis . 55 X N
on cladding along its axis X N
- tight structure: %
on pigtail along F X N
Laser diode:
4.9 Revers Va X A
41D e X mA(A)
4.1 @, X mwW
4.1p Iep X mA(A)
4.1 D0 X mwW
4.14 Va X v
4.1p <} Forward current Ie X mA(A)
Thermal sensor*
4.16.1 | Dissipation Pt X w
4.°1r6.2 Supply voltage \ X \
Thermal electric cooler*
4.17 | Current I X A
* If required.
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5 Caractéristiques électriques et optiques
Voir I'article 8 de cette norme pour les exigences de contréle.
[Les signes entre parenthéses correspondent aux caractéristiques données «s'il y a lieu»

ou en variante:

-~ Les caractéristiques marquées «s'il y a lieu» dans cet article et dans la partie concer-
nant les contréle doivent soit étre omises soit, si elles sont spécifiées, étre alors mesurées.

- Pour les caractéristiques données en variantes, il est préférable de laisser
'alternative ouverte pour permettre l'utilisation de la méme spécification particuliére
par différents fabricants ou pays.]

[Répéter uniquement les numéros et textes des articles utilisés. D’éventu téristiques
supplémentaires sont & donner a I'endroit convenable, sans numé article(s).]
[Les courbes doivent figurer de préférence a I'article 10 de
Caractéristiques et conditions & 25 °C pour les
Para- modules lasers avec élément de refroidissement Essayé
graphe | Peltier T_, =25 °C pour les modules laser Symboleng Unité en
- . Isous-groupe
sans élément de refroidissement Peltier,
sauf indication contraire 7 \qu/r Max.
Diode laser >
5.1 Tension directe & @_ ou I X Vv A2b
5.2 Courant de seuil X X mA A2b
6.3 Flux énergétique au seuil X mW A2b
X mA A2b
X X (mW/mA)
X X nm A2b
X nm A2b
@ modes longitudinaux S\ x*) x nm A2b
ifié (mode continu) n, x4 x4 A2b
"onded'émission de créte a @, xp(z) X X nm A3
ande spectrale & @, ou Al spécifié AM(2) X nm A2b
Longleur d'onde centrale & @, ou /. spécifié 1(1) X X nm A2b
(mode continu)
£ = al) o ot ool teal P N J AD L4 4) A2b
LI L =] lsvul WO VAaliTue D.JUV“GIV “crivavec da Ye AAnl IF L.\l\r'ms\ l’ A A LRREL]
spécifié (mode continu)
5.7.3" Ecart de mode et nombre de modes longitudinaux 3\ x* x4 nm A2b
®, ou Al spécifié (mode continu) Ny X X A2b
5.7.4" | Longueur d'onde centrale & ®_ ou /; spécifié M2) X X nm A3
et en modulation
5.7.5" | Largeur spectrale efficace & ®, ou Ic spécifiés AL s(2) xM X nm A3
et en modulation
1) Les paragraphes 5.6 et/ou 5.7 doivent étre donnés en tant que caractéristiques spectrales.
4l S'il'y a lieu (selon l'application).
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5 Electrical and optical characteristics

See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Signs between brackets correspond to characteristics given as "where appropriate” or as
alternatives:

Those characteristics marked "where appropriate” in this clause and in the ins-
pection section shall either be omitted or, if specified, shall then be measured.

For equivalent characteristics given as alternatives, the choice should preferably be

left open to allow the use of the same detail specification by different manufacturers or

countries.]
[RepJeat only clause numbers used, with text. Any additional values shoyld be\given at the
apprppriate place without clause number(s).]
[Curyes should preferably be given in clause 10 of this standard.<\
Characteristics and conditions at 25 °C r \/
sut- for laser module with Peltier cooler, < uex Tested
Sy it in
clayse T ase = 25 °C for laser module \ sub-grbup
without Peltier cooler, unless otherwise stated \
AN /(7 M| Max]
Laser diode \)
5.1 Forward voltage at specified ®_ or A \) X \ A2b
5.2 Threshold current ) X X mA A2b
5.3 Radiant power at threshold o(T X mW A2b
54 Al X mA A2b
5.5 g X X (mW/mA)
5.6.1 xp(n X X nm A2b
5.6.2 Ar(1) X nm A2b
o
5.6.4 ty8 x x4 nm A2b
n. x¥ x* A2b
5.6.9 lp(2) X X nm AJ
5.6.4 AN(2) X nm A2b
5.7.4" Central wavelength at specified @ _ or I 5,(1) X X nm A2b
(continuous wave operation)
5.7.2" R.M.S. spectrum bandwidth at specified ®_ or I A (1) ] X7 X nm A2b
(continuous wave operation)
5.7.3" | Mode spacing and number of longitudinal modes A x| x® nm A2b
at specified @, or Al (continuous wave operation) n X X A2b
5.7.4" Central wavelength at specified ®_or I M2) X X nm A3
and modulation condition
5.7.5" R.M.S. spectrum bandwidth at specified @_ or I AN s(2) x* X nm A3
and modulation condition
Y Subclauses 5.6 and/or 5.7 shall be given as spectral characteristics.
4 Where appropriate (related to the application).
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Caractéristiques et conditions a 25 °C pour les
modules lasers avec élément de refroidissement Valeur Essayé
Para- Peltier T, . = 25 °C pour les modules laser Symbole Unité en
graphe o ) sous-groupe
sans élément de refroidissement Peltier,
saufindication contraire Min. | Max.
5.8.1% Largeur de raie spectrale & @, ou Al spécifié Ar X nm A2b
et en modulation
5.8.2% Rapport de suppression de mode & @, ou Al SMS X dB A2b
et conditions de modulation spécifiées
501 Glissemoent-spectral-entre me(1) ot me(')) nb X am A2b
et Al(1) et Al(2) spécifiés
2 .
5.9.2% | Glissement spectral entre T___ (1) et T__ (2) Ay X am Ad
5.10.1 | Temps de commutation & A/ ou AD,, courant
d'entrée pulsé, largeur dimpulsion et rapport
cyclique spécifiés:
- temps de croissance t X S
- temps de décroissance ns
- temps de retard® tion X ns
f N ns
ou
§.10.2 | Fréquence de coupure & ®_ ou Al spécifié et A \/ MHz A3
index de modulation (GHz)
5.1 Rapport porteur/bruita @, 9 > X dB A3
fréquence de bruit, largeur de
profondeur de modulation
Photodiode de commande
5.12 X nA A2b
5.13 X X A A2b
5.14 X ns A3
X ns A3
ou
5.15 X nF(pF) A3
ou
5.16 5 X % A2b
de’25°Ca T, max. ou
Al et Vg spécifiés
et/o
A Vatiation du'coefficient d’asservissement sur une ER, X % A2b
pérature de 25 °C a T_,_, max. ou
amb Max. & @, ou AL et Vj; spécifiés
r de température®
5.18 Résistance a courant de capteur spécifié A, X X Q A2b
5 10 Pento-de-la-résistance-dans-une gammae. de. AD/Ds X X QIK A3
températurede T, .. (1) & T .. (2) sous
courant de capteur spécifié
Elément de refroidissement’)
5.20 Courant de I'élément de refroidissement nécessaire o X mA(A) A2b
pour une variation de la température de T_,_ min.
aT,,max &, ouAl* spécifiés
5.21 Tension de I'élément de refroidissement nécessaire Ve X v A2b
pour changer la température de T_ . min.
ouT, ,minaT, max. T, A max.ad®,
ou Al* spécifiés

2) sj nécessaire

3) Pour diode laser monomode.
NOTE - AL* signifie augmentation du courant direct par rapport au courant de seuil: I - I(TH).
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Characteristics and conditions at 25 °C

temperature from T_,_ min.or 7 min.
to T, max. T, max. atspecified @, or Al*

for laser module with Peltier cooler, Value Tested
Sub Symbol Unit in
clause Toase = 25 °C for laser module sub-group
without Peltier cooler, unless otherwise stated Min. | Max
5.8.1% Spectral linewidth at specified ©_ or Al Al X nm A2b
and modulation condition
5.8.2% | Side-mode suppression ratio at specified ®_ or Al SMS X dB A2b
and modulation condition
5.9+ Speetral-shitt-between-spesified-d_{+rand-(2) Ades * AR Adb
or Al(1) and A/(2)
5.9/2% Spectral shift between specified T__ (1) and 7___ (2) Akg X nm A4
5.10.1 | Switching times at specified A/ or A®_, input
pulse current, pulse width and duty cycle:
- rise time t ns
- fall time 4
- delay times? Liton) X ns
‘d(om< " s
o
5.10.2 | Cut-off frequency at specified ®_ or Al and f \ MHz A3
modulation index /| (GHz)
5.1 Carrier-to-noise ratio at specified @_ or A/, /! X dB A3
noise frequency, bandwidth and m )/>
Monitor photodiode
X nA A2b
X A A2b
X ns A3
X ns A3
X nF(pF) A3
X % A2b
X % A2b
Thermal senso”
5.113 Resistance at specified sensor current R, Q A2p
5.19 Slope of resistance between specified ARIR, QUK A3
temperature range from T, (1) to T, (2) under
specified sensor current
Thermal electric cooler”
5.20 Cooler current necessary for changing the [ X mA(A) A2b
temperature from T, min.to T, max. at
specified @, or Al.* :
5.21 Cooler voltage necessary for changing the Ve X \ A2b

2) |f required.

3) For single mode laser diode.
NOTE - Al* means increment of the forward current above threshold current; Ie - [(TH)‘



https://iecnorm.com/api/?name=25ea945f0c5ae754e7ad6807af6cd448

-18- 747-12-2 © CEI:1995

6 Marquage

[Toute information particuliere autre que celle figurant dans la case [7] (article 1) et/ou

le paragraphe 2.5 de la CEl 747-10 doit étre spécifiée ici.]

7 Renseignements a donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les informations suivantes sont nécessaires pour commander

un dispositif spécifique:

- numéro de type précis;
— référence IECQ de la spécification particuliére avec s ion et/ou date
s’ily a lieu;
- catégone d assurance de la qualité deflnle au p g 3° Bcification
- 3.6 de la
spécification mtermedlalre,
-~ toute autre particularité.]
8 Conditions d’essai et exig
[Elles figurent dans les tableayx urs et les
conditions exactes d’essai a ulilis indications
données dans la pur est 2
indiquer dans |3
[Lorsque i , |l convient
d'indiquer 3 gsives, en
évitant auta |
ors de la
it|\renvoient
sais sont
du para-

graphe 3 7 de la spécmcatlon mtermédlaure selon la catégone d’assurance de Ia qualité.]

[Pour le groupe A, le choix entre systeme NQA et NQT est a faire dans la spécification

particuliére.]
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6 Marking

[Any particular information other than that given in box [7] (clause 1) and/or subclause 2.5
of IEC 747-10.]

7 Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless other-
wise specified:

precise type reference;

IECQ reference of detail specification with issue number and/or ht;
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nd, if required, screening sequence as defined in subcla
ication;

=

any other particulars.]

[These are given in the following taple 2 s to

be used shall be specified 0 i ; ant
test |in IEC 747-5. An tail
spegdification.]

[When severa Eant
conditions and ing
repetition of identjca

[The eci-
ficat

[in thi eric
spedifi 4 of
the s

[For of the
sectio

[For group A, the choice between AQL and LTPD system shall be stated in the detail
specification.]
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GROUPE A

Contréles lot par lot

Tous les essais sont non destructifs (3.6.6)

747-12-2 © CEIL:1995

Conditions & T, = 25 °C pour les modules

laser avec élément de refroidissement Peltier
T ase = 25 °C pour les modules laser sans

Contrdle ou
assurance/limites

Examen Symbole | Référence case il .
élément de refroidissement Peltier
sauf spécification contraire
(v f ft : ;quc) Ain. Max.
Pous-groupe A1
fExamen visuel externe Spécification génériq% 2.1.1 (\
Pous-groupe A2a
Dispositifs inopérants Vdir note 2 a la fin
de l'article 10
Bous-groupe A2b
Diode laser
Courant direct au-dessus du seuil Al* CEl 747-5 X
Tension directe X
Courant de seuil X X
Flux énergétique au seuil X
Rendement ditférentiel (o OU AlL* spécifié X X
llongueur d’onde d'émissi , PU Al* spécifié (mode continu) X X
maximale et/ou longugur
d'onde centrale o OU Al* spécifié (mode continu) X X
largeur de sp @, ou Al* spécifié (mode continu) X
qu
Ecart de mode e CEl747-5 | @, Al.* spécifié (mode continu) (2 xzi
K X
) | CE1 747-5 | ®_ ou Al.* spécifié (mode continu) k) X
CEl747-5 | @, ou A" et condition de modulation X
spécifiée
SMS | CEI747-5 | @_ et Al.* et condition de modulation X
spécifiée

Photaodiode de conimande
Courdnt d'obscurité IR(D) | CEI 747-5 | V, spécifié, @, =0 X
Courant de la diode " CEl747-5 | @, ou Al* et V, spécifié X X
de commande
Variation du coefficient Eq, CEI747-5 | 25°Cde 7_,  min.ou T, min. X
d'asservissement @ _ou A" et Vg spécifié
et/ou ‘
Variation du coefficient Epo CEl747-5 | 25°C de T_, , min. ou T, min.
d'asservissement @, ou Al et V spécifié

2 s'ily alieu.

4 g'il'y a lieu (selon I'application).
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All tests are non-destructive (3.6.6)

-21 -

GROUP A

Lot-by-lot tests

Conditions at T, = 25 °C for laser

modules with Peltier cooler,
T = 25 °C for laser modules

Inspection or test
requirements/limits

Examination Symbo! | Reference case i
without Peltier cooler
unless otherwise stated
(enn tho gnnnrin epaniﬁnaﬁnn’ clauco A) l‘in. Max_
Sub-group A1
External visual inspection Generic specification 4.2.1.1 (\\
Sub-gropup A2a \>
Non-opgrative devices e riote 2 at end
of clayise10
Sub-group A2b
Laser dipde
Forward fcurrent above threshold Al IEC 747-5 X
Forward voltage X
Threshold current X X
Radiant|power at threshold X
Differential efficiency X X
Peak emission wavelength X X
and/or gentral wavelength (continupds wave operation)
S " specified X X
}ontinuous wave operation)
Spectral width Q o OF Al™ specified X
or {continuous wave operation)
Mode spacing and @, Al specified x* x4
number jof longitudin {continuous wave operation) x x*
RMS spectral bardwi mst IEC 747-5 | ®_ or Al.* specified x4 X
(continuous wave operation)
Spectral li AM IEC 747-5 | @_ or Al.* and modulation condition X
specified
Side mode suppre SMS | IEC 747-5 | @, and AL* and modulation condition X
specified
Monitor|photodiode
Dark current RO [TEC 7475 | vV Specified, @, =0 X
Monitor current Iy IEC 747-5 | @_ or Al.* and V,; specified X X
Tracking error Eg, IEC747-5 | 25°Cde T, min.or T . min. X
@, or Al* and Vj specified
and/or
Tracking error Eg, |IEC747-5]|25°Cde T . min. or T . min.
®©, or Al* and V specified

2} Where appropriate.

4 Where appropriate (related to the application).
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GROUPE A (fin)

747-12-2 © CEI:1995

Conditions & T, = 25 °C pour les modules
lasers avec élément de refroidissement Peltier

Contréle ou

T ... =25 °C pour les modules laser sans N
Examen Symbole | Référence case P . . assurance/limites
‘ élément de refroidissement Peltier
sauf spécification contraire
(voir article 4 de la spécification générique) Min. Max.
Capteur de températurez)
Résistance R, Capteur de courant spécifié X X
lément de refroidissement”
lément de refroidissement Iog ®, ou Al" spécifié X
urant ‘
1ément de refroidissement Ve @, ou Al" spécifié X
nsion :
ous-groupe A3 \
iode laser
ongueur d'onde d'émission xp(a) CEl 747-5 X X
aximale et/ou longueur _
‘onde centrale M2) CEl 747-5
llargeur de spectre d’émission AA(2) < 174 ) X
gt/ou ;
largeur spectrale efficace AL, (2) 1 747> ) X
goit: Q
Temps de commutation \(t:\ CKl. 747+ u Al* courant pulsé, largeur X
"‘impulsion et rapport cyclique spécifiés X
fyon2) X
) X
doit: >
Frequence de coup EI 747-5 | Al." ou @ facteur de modulation spécifié X
Rapport porteuribrui CEl747-5 | Al" ou @, f,, B, f_etm spécifies X
Photodiode
Tenips d CEl 747-5 | ®_ ou Al* courant pulsé, largeur X
d'impulsion et rapport cyclique spécifiés X
Capacité Vj et fréquence spécifiés X
Capteur/de températurez)
Ronte-de-résistance Fasstel-et-couran
t AD/DS Tembaseii)' Te ase ¢ X X
du capteur spécifiés
Sous-groupe A4
Diode laser
Glissement spectral Ahg CEI747-5 | ©_(1) et @ (2) ou Al*(1) et Al*(2) X
spécifiés
Glissement spectral® MM | CEI747-5 | T (1) et T,,_(2) spécifiés x

2 Silyalieu.

5 Pour le module laser sans élément de refroidissement.
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GROUP A (concluded)

Conditions at Tsub =25 °C for laser

module with Peltier cooler,

Inspection or test

T .. = 25 °C for laser module p L
Examination Symbol | Reference case ) requirements/limits
without Peltier cooler
unless otherwise stated
(see the generic specification, clause 4) Min. Max.
Thermal sensor”
Resistance R, Sensor current specified X X
Thermal|electric cooler™
Cooler cprrent loe ®@_ or Al* specified X
Cooler vpltage Vog @, or Al* specified <\ Q X
Sub-groyip A3 \ ;
Laser dibde
Peak enjission wavelength AP(Z) |IEC 747-5 lation condition X X
and/or _
central wavelength AM2) IEC 747-5
Spectral radiation bandwidth AM2) | IEC 7, on condition x> X
and/or
RMS spectral bandwidth AL, (2) | IEC 747~ cified modulation condition x® X
either:
Switchinlg times t IEC - nput pulse current, X
th and duty cycle specified X
(onyd X
X
or:
Cut-off flfequency \/\ Al* or @ modulation factor specified X
Carrier-tp-noise ratio® EC747-5 | Al* or @, f,, B, f_ and m specified X
Monitor photodio
Switchinlg t{fmes 4 IEC 747-5 | @_or Al*, input pulse current, X
4 pulse width and duty cycle specified X
Capacitance (Cop): PD Vp and frequency specified X
Thermal|sepsor?
Slope oflLresistance AB/B, Tt —Leowt2)-and sensor current X X
specified
Sub-group A4
Laser diode
Spectral shift Ahg IEC 747-5 | @ (1) and ®_(2) or Al*(1) and A/*(2) X
specified
Spectral shift” AA; | IEC 7475 | T (1)and T (2) specified X

]
5)

Where appropriate.

For laser module without Peltier cooler.
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GROUPE B

Contréles lot par lot

} Groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

747-12-2 © CEI:1995

Conditions a T,

<ub = 25 °C pour les modules

laser avec élément de refroidissement Peltier Contréle ou
=25°C ! d imi
Examen ou essai Référence Tcas‘f i 25°C pourles modules lase.r sans assurance/limites
[ ler
sauf spécification contraire
{voir article 4 de la spécification @ Mir}. Max.
Sous-groupe B1
Dimensions 4.2.2/annexe B de la spécijcati énexiqu gir article 1
case [7])
TN
Sous-groupe B3 (D) \ \/
Courbure de la fibre amorce CEl 749 Force = (voir 749, ch\l{,\pa 1.2) Pas de
si applicable détérioration
Sous-groupe B4 (D) \>
Soudabilité CEl 749 5 Bon| mouillage
ch. I, par, 2 ( }
S
Sous-groupe BS (D) U
Mariations rapides de la CEl 749
température suivies par ch. Hl, arf. 1
up essai accéléré de chaleur
hpmide CE 1,§B
ajec mesures finales:
L ©_ouAL* ) 0,91yD* | 1,11vD
- LSS
(TH) -
omme en A2b
[ oo aumn K%?&
- 1o(D) du monitey 10 IVD
i AN NN
Sous-groupe B5b™* \\WQ
Qycle thermjque par itetre A I'étude
inte rmittegeq\ \proposé
168 h, T, et T . . =70 °C pour modéle
avec élément de refroidissement,
T..se = 70 °C pour modéle sans élément
de refroidissement Al = Almax.
(sauf indication contraire)
avecmesures. final
- @ ouAl* 091VD |1,1IVD
- Iﬁ.H) Comme en A2b 0,91VD | 1,11IVD
- Iq(D) du moniteur PD 10 IVD
Sous-groupe RCLA Information par attributs pour B3, B4, B5 et B8

** S'ily alieu

*# «|VD» signifie la valeur individuelle pour chaque échantillon.
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LSL = Lower specification limit
USL = Upper specification limit
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GROUP B
Lot-by-lot tests

} Group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Conditions at T, = 25 °C for laser

modules with Peltier cooler,

Inspection or test

Examination Reference Tease = 25 °C for laser modules requirements/limits
without Peltier cooler
unless otherwise stated |JI»|
(see the generic specification, clause 4) \Q’l ax.
Sub-grogp B1 A
Dimensipns Generic specification 4.2.2/appen@\ (sée clavgg 1,
bo )
Sub-groyp B3 (D) \ \)
Lead bending, including pigtail IEC 749 Force = (see 749, ch. .1?& No damage
if applicable
Sub-groyp B4 (D) \>
Solderabjility IEC 749 As specifie Good wettihg
ch. 1I, subel. 2.1 Q A\
N\
Sub-groyp BS (D}
Rapid chiange of temperature IEC 749
followed|by accelerated damp| ch. lll, cl. 1
heat IEC 749-1, 5B
with fina] measurements:
- @ orpk 0,91vD* | 1,1IvD
- /(TH) [\/RQ ustL
-V, Q x/\ usL
- Iq(D)|of monitor PD > 10(lvD
"
Sub-groyp B5b** \
Temperafure cycle for \ be Under consideration
thermal iftermitte, oposed
Sub-groyp B N N
Electrical enduranc 168 h, T, and T, =70 °C for module
with cooler,
Toase = 70 °C for module without cooler,
Alp = Alcmax.
(unless otherwise specified)
with finallmeasurements:
- @ orAl” 091VD | 1,1IVD
- I(TH) As for A2b 0,91VD | 1,1IVD
- 15(D) of monitor PD 10 1VD

Sub-group CRRL

Attributes information for B3, B4, B5 and B8

** Where appropriate
#

*IVD" means the individual value for each sample.



https://iecnorm.com/api/?name=25ea945f0c5ae754e7ad6807af6cd448

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 36



